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 半導体プロセスの微細化にともない真

空紫外 (EUV)光を用いたリソグラフィが
注目されている。2007 年 50nm ノードの
量産を目標に EUV リソグラフィシステム
の開発が急速に進展している。EUV 光源
としては、レーザーアブレーションプラズ

マを利用したレーザープラズマ光源と放

電光源が候補として検討され、現状のシス

テムでは、ターゲットからアブレートする

飛散粒子（デブリ）による光学系の汚染や

EUV 光の光量不足が課題になっている。
錫や銅のターゲットに、１J、7ns のパル
ス YAG レーザーを照射することにより、
数mJの EUV光(波長 13nm±0.6nm)を取
り出すことができる。EUVリソグラフィで
は 60W 程度のパワーが要求されるため、
10kHzの繰返しが実現すれば、光量として
は、課題をクリアできる可能性が高い。デ

ブリ抑制に関しては、ガスターゲットを用

いる方法やピコ秒レーザーもしくはフェム

ト秒レーザーとナノ秒 レーザーを連続し

て照射する方法が検討されているが、それ

ぞれに課題がある。デブリの発生低減のた

めに我々は最適化された厚さのテープター

ゲットを用い、デブリ飛散の角度依存性を

調べ、EUV 光の取出し角度を最適化した。
その結果、図 1と図 2に示すように取出し
角度を 90°にすることにより、ほとんどの
デブリが 1µm以下で、量も非常に少なくな
ることが分かった。これらの結果をもとに 80
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図 2. デブリ量の角度依存 


